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１．概要（Summary） 

 Mg2Siは地殻埋蔵量が豊富なMgとSiで構成されてお

り、安価である。また、バンドギャップは室温で約 0.61 eV

を有することから波長約2 μm以下での受光素子材料とし

て期待できる[1,2]。これまでの研究では、高純度の n 型

Mg2Si 基板に p 型不純物として Ag を熱拡散することで

pn 接合の形成と光応答を報告している[3,4]。本報告で

は、メサ構造のMg2Si pn接合フォトダイオードを作製し、

電気特性と光学特性を測定することで検出器としての性

能評価を行ったので報告する。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 高速マスクレス露光装置

 全自動スパッタ装置

【実験方法】 

基板は、n型Mg2Si結晶（キャリア濃度＝6×1015  cm-3）

を切出し、鏡面になるまで研磨を行い準備した。研磨後の

基板上に Agを真空蒸着し、400 ℃、10 minで熱拡散を

行った。その後、ウェットエッチングによりメサ構造を形成

した。リング状電極形成プロセスを NIMS で行った。はじ

めに、高速マスクレス露光装置を用いて電極形状のパタ

ーニングを行なった。その後、全自動スパッタ装置を用い

て、Au 電極をリング状に形成した。作製したデバイスは

I-V 特性と分光感度特性を測定した。また、I-V 特性と分

光感度特性の測定結果から光検出器としての性能を評

価する比検出能力𝐷∗[cmHz1 2⁄ /W] を算出した。

𝐷∗  =  𝑅𝜆√
𝑅0𝐴

4𝑘𝑇

３．結果と考察 （Results and Discussion） 

Fig. 1(a) は作製したリング状電極を持つメサ構造

Mg2Si pn 接合フォトダイオードの室温における分光感度

特性である。逆バイアス(-1V) 印加時で最大 0.42 A/W 

が波長 1.2 μm のときに得られた。Fig. 1(b) は作製した

フォトダイオードの室温における𝐷∗ を I-V 特性と分光感

度特性の測定結果から算出した結果である。その結果、

最大 1.7×109 cmHz1 2⁄ /W が波長 1.2 μm のときに得ら

れた。 

Fig. 1(a) Responsivity (b) 𝐷∗ at room temperature 

４．その他・特記事項（Others） 
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